Verwendete Abkurzung en und GrélRen

AES Auger electron spectroscopy, AugerElektronenspektroskopie
DFT density functional theory, Dichtefunktional-Theorie

fcc face centred cubic, kubisch-flachenzentriert

HAS Helium atom scattering, Helium-Atomstreuung

(HR)EELS (high resolution) electron energy loss spectroscopy, (hochauflosenddéglektronen-
energieerlust-Spektroskopie

LEED low-energy electron diffraction, BeugungniederenegetischeiElektronen
PEEM photoemission electron microscopy, Photoemissions-Elektronenmikroskopie
RDS Reaktions-Difusions-System

STM scanning tunneling microscopy, Rastertunnelmikroskopie

TDS thermal desor ption spectroscopy, Thermodesorptions-Spektroskopie

UHV Ultrahochvakuum
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Zeit fur die AufnahmeeinesSTM-Bildes
Wasserkonzentration,= u(t) = [H20|
Tunnelspannundyezogerauf dasProbenpotential
Hydroxylkonzentrationy = v(t) = [OH]

Stol3zahlZahlder StoR3evon Teilchenausder Gasphasero Zeit undFlache

Elektronewolt, 1eV = 1,602177 1019

Boltzmann-konstantekg = 1,38062 10-23 = 8,61715 10>/

Langmuir 1L =1-10 %torrs
1mbar= 100Pa

Monolagen strukturabhangigerelativer Bedeckungsgratlezogerauf die Ober
flachenatomelesMetalls. 1 ML entsprichteinemAdsorbatteilcherpro Metall-
atomanderOberflache.

AtomareMasseneinheitLu= 1,66-10~%"kg

von Bedeckung en

relatver BedeckungsgradesAdsorbatsA in Einheitenvon Substrat-Monolagen.

relative Flachenbedeckund®), = FIacgcae?rlgéjhaézﬁése%g)ﬁ%gﬁgec@

In dieserArbeit wird der Begriff der Bedeckungmmerim Sinnedesrelatven Bedeckungs-
grads© gebraucht.Wenndie relative Flachenbedeckun®) gemeintist, z.B. bei der Dis-
kussionvon STM-Bildern,wird diesbesondergrwéahnt.Die Umrechnungwischen®a und
(©) 5 geschiehhachderFormel

Op =R ()4 (0.1)

wobeiO® dermaximalmdglicheBedeckungsgradesAdsorbatesA (in Einheitenvon Sub-
strat-Monolagenist.



Materialk onstanten

Platin

Rhodium

Gitterkonstanteap; = 3,92A, fcc

Schmelzpunkt:2040K
Elektronenkonfiguration{Xe] 4f145d%s!
Pt(111) AbstandbenachbarteAtome:d = @apt: 2,76A
_ 5At
1ML =1,52x 10'>Ao%e

(2x2)0  Abstandbenachbarte®-Atome:d = v/2ap; = 5,524
_ _ 4At
©=1/4ML = 3,8x 10"£0%¢

Gitterkonstanteagy, = 3,804, fcc

Schmelzpunkt:2243K
Elektronenkonfiguration{Kr] 4d85s!
Rh(111) AbstandbenachbarteAtome:d = @aRh =2,69A
_ 5 At
1ML =1,60x 10'°£0%¢
(2x2)0  Abstandbenachbarte®-Atome:d = v/2arn = 5,37A
©=1/4ML = 4,0 x 1014 Alone
(2x1)0O kirzererAbst. benachbO-Atome:d; = @aRh =2,69A
groRereAbst. benachbO-Atome:d, = @aRh =4,66A
©=1/2ML = 8,0 x 10'4Alone






